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(57)摘要

本发明提供一种LED芯片制备方法及LED芯

片，方法包括提供一外延片；采用第一粗化液对

砷化铝镓层进行粗化，并镀膜氧化铟锡；以及制

备第一电极；然后进行研磨减薄，得到第三半成

品芯片；在第三半成品芯片的一面镀膜共晶合

金，以形成第二电极，得到第四半成品芯片；并通

过第二粗化液对处理后的第四半成品芯片上的

第二电极进行粗化，得到第五半成品芯片；分离

第五半成品芯片上的芯粒，并基于蓝膜对第五半

成品芯片进行扩张，再对分离后的芯粒的侧壁进

行粗化，得到成品LED芯片。本发明通过对砷化铝

镓层进行粗化达到初步提亮的效果，再通过对分

离后的芯粒的侧壁进行粗化达到进一步提亮的

效果。
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1.一种LED芯片制备方法，其特征在于，所述方法包括：

提供一外延片，所述外延片包括依次层叠的衬底、半导体层及砷化铝镓层，对所述外延

片进行前处理，得到处理外延片；

采用第一粗化液对所述处理外延片上的所述砷化铝镓层的上表面进行粗化，并在粗化

后的所述外延片上镀膜氧化铟锡，得到第一半成品芯片；

对所述第一半成品芯片进行光刻，并在所述第一半成品芯片上制备第一电极，得到第

二半成品芯片；

对所述第二半成品芯片进行研磨，以使所述第二半成品芯片减薄，得到第三半成品芯

片；

在所述第三半成品芯片上远离所述第一电极的一面镀膜共晶合金，以形成第二电极，

得到第四半成品芯片；

对所述第四半成品芯片进行处理，并通过第二粗化液对处理后的所述第四半成品芯片

上的第二电极进行粗化，得到第五半成品芯片；

分离所述第五半成品芯片上的芯粒，并基于蓝膜对所述第五半成品芯片进行扩张，再

对分离后的所述芯粒的侧壁进行粗化，得到波段为940nm的成品LED芯片。

2.根据权利要求1所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述对所述外延片进行前处

理的步骤包括：

通过预制溶液对所述外延片进行清洗，并对清洗后的所述外延片进行黄光工艺；

其中，所述预制溶液包括质量分数比为5‑6的硫酸、质量分数比为1‑1 .2的双氧水以及

质量分数比为1‑1.2的水。

3.根据权利要求1所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述第一粗化液包括质量分

数比为18‑20的溴溶液、质量分数比为450‑460的溴化氢溶液以及质量分数比为6000‑6100

的水；

所述并在粗化后的所述外延片上镀膜氧化铟锡的步骤包括：

通过蒸发蒸镀的方式在所述外延片上镀膜一层厚度为2800  Å  ‑3000  Å的氧化铟锡。

4.根据权利要求1所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述对所述第一半成品芯片

进行光刻，并在所述第一半成品芯片上制备第一电极的步骤包括；

依次对所述第一半成品芯片进行第一道匀胶、第一道曝光、第一道烘焙以及第一道显

影；

通过蒸发镀膜的方式在所述第一半成品芯片制备厚度为25000  Å‑26000  Å的所述第一

电极；

其中，所述第一电极采用铬金制成。

5.根据权利要求1所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述对所述第二半成品芯片

进行研磨，以使所述第二半成品芯片减薄的步骤包括：

在所述第二半成品芯片上的所述第一电极上沉积一层厚度为1000  Å‑1200  Å的二氧化

硅，再将所述第二半成品芯片进行研磨减薄，并减薄至厚度为170μm‑180μm；

通过缓冲氧化物刻蚀液对研磨后的所述第二半成品芯片进行清洗。

6.根据权利要求1所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述在所述第三半成品芯片

上远离所述第一电极的一面镀膜共晶合金的步骤包括：
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通过热蒸发的方式在所述第三半成品芯片远离所述第一电极的一面镀膜所述共晶合

金；

对镀膜所述共晶合金后的所述第三半成品芯片进行快速热退火，所述快速热退火的温

度为415℃‑450℃，所述快速热退火的时间为15s‑20s。

7.根据权利要求1所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述对所述第四半成品芯片

进行处理，并通过第二粗化液对处理后的所述第四半成品芯片上的第二电极进行粗化的步

骤包括：

在所述第二电极表面沉积一层厚度为1000Å‑1200Å的二氧化硅；

对所述第四半成品芯片依次进行第二道匀胶、第二道曝光、第二道烘焙及第二道显影，

以在所述第二电极上形成预设图形；

通过缓冲氧化物刻蚀液对所述第二电极上的预设部分的二氧化硅进行腐蚀，将腐蚀后

的所述第二电极浸泡至刻蚀液中，对浸泡后的所述第二电极进行过水，并再次将所述第二

电极浸泡至所述刻蚀液中，以露出所述第二电极上的待粗化区域；

通过第二粗化液对所述第二电极进行粗化。

8.根据权利要求7所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述缓冲氧化物刻蚀液为氢

氟酸与水的混合液或氟化铵与水的混合液，所述刻蚀液为碘和碘化钾的混合液，所述第二

电极在所述刻蚀液中的浸泡时间为15s‑18s，所述第二粗化液包括质量分数比为4‑5的硝酸

以及质量分数比为1‑1.2的水，所述第二粗化液对所述第二电极的粗化时间为10s‑12s。

9.根据权利要求1所述的LED芯片制备方法，其特征在于，所述分离所述第五半成品芯

片上的芯粒，并基于蓝膜对所述第五半成品芯片进行扩张，再对分离后的所述芯粒的侧壁

进行粗化的步骤包括：

通过刀轮切割的方式分离所述第五半成品芯片上的所述芯粒；

并将芯粒分离完成后的所述第五半成品芯片倒膜到所述蓝膜上，并对所述蓝膜进行扩

张；

将扩张后的所述蓝膜置于硝酸溶液中，以对所述芯粒的侧壁进行粗化。

10.一种LED芯片，其特征在于，所述LED芯片根据权利要求1~9任一项所述的LED芯片制

备方法制备得到。
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一种LED芯片制备方法及LED芯片

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体芯片技术领域，特别涉及一种LED芯片制备方法及LED芯片。

背景技术

[0002] 随着各种高新材料的开发，外延设备、封装设备及相关工艺技术的提升，LED封装

结构在不断的推陈出新，性能也得到了较大的发展。红外正装产品在市面上的应用较为广

发，红外正装LED产品通常的技术是通过外延生长、CB刻蚀、氧化铟锡镀膜、PAD制作、研磨、

背金以及切割等工艺制程完成芯片制程。

[0003] 现有技术当中，红外正装产品中的940nm波段的芯片应用广泛，但在商业化的过程

中因其亮点不足，且940nm波段的芯片提亮的效果较差，往往达不到终端使用效果。

发明内容

[0004] 基于此，本发明的目的是提供一种LED芯片制备方法及LED芯片，以至少解决上述

现有技术当中的不足。

[0005] 本发明提供一种LED芯片制备方法，所述方法包括：

提供一外延片，所述外延片包括依次层叠的衬底、半导体层及砷化铝镓层，对所述

外延片进行前处理，得到处理外延片；

采用第一粗化液对所述处理外延片上的所述砷化铝镓层的上表面进行粗化，并在

粗化后的所述外延片上镀膜氧化铟锡，得到第一半成品芯片；

对所述第一半成品芯片进行光刻，并在所述第一半成品芯片上制备第一电极，得

到第二半成品芯片；

对所述第二半成品芯片进行研磨，以使所述第二半成品芯片减薄，得到第三半成

品芯片；

在所述第三半成品芯片上远离所述第一电极的一面镀膜共晶合金，以形成第二电

极，得到第四半成品芯片；

对所述第四半成品芯片进行处理，并通过第二粗化液对处理后的所述第四半成品

芯片上的第二电极进行粗化，得到第五半成品芯片；

分离所述第五半成品芯片上的芯粒，并基于蓝膜对所述第五半成品芯片进行扩

张，再对分离后的所述芯粒的侧壁进行粗化，得到波段为940nm的成品LED芯片。

[0006] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：通过第一粗化液对外延片上的砷化铝镓

层进行粗化，通过第一步粗化可以将亮度提升30%，最大功率提升12%以上，并将第二半成品

芯片研磨减薄，得到第三半成品芯片，在第三半成品芯片上远离第一电极的一面镀膜共晶

合金形成第二电极，然后再对第二电极进行粗化，达到进一步提亮的效果，并且最后对第五

半成品芯片上的芯粒进行粗化，达到进一步提亮的效果，从而使得波段在940nm的LED芯片

的发光效果更为出色。

[0007] 进一步的，所述对所述外延片进行前处理的步骤包括：
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通过预制溶液对所述外延片进行清洗，并对清洗后的所述外延片进行黄光工艺；

其中，所述预制溶液包括质量分数比为5‑6的硫酸、质量分数比为1‑1 .2的双氧水

以及质量分数比为1‑1.2的水。

[0008] 进一步的，所述第一粗化液包括质量分数比为18‑20的溴溶液、质量分数比为450‑

460的溴化氢溶液以及质量分数比为6000‑6100的水；

所述并在粗化后的所述外延片上镀膜氧化铟锡的步骤包括：

通过蒸发蒸镀的方式在所述外延片上镀膜一层厚度为2800  Å  ‑3000  Å的氧化铟

锡。

[0009] 进一步的，所述对所述第一半成品芯片进行光刻，并在所述第一半成品芯片上制

备第一电极的步骤包括；

依次对所述第一半成品芯片进行第一道匀胶、第一道曝光、第一道烘焙以及第一

道显影；

通过蒸发镀膜的方式在所述第一半成品芯片制备厚度为25000  Å‑26000  Å的所述

第一电极；

其中，所述第一电极采用铬金制成。

[0010] 进一步的，所述对所述第二半成品芯片进行研磨，以使所述第二半成品芯片减薄

的步骤包括：

在所述第二半成品芯片上的所述第一电极上沉积一层厚度为1000  Å‑1200  Å的二

氧化硅，再将所述第二半成品芯片进行研磨减薄，并减薄至厚度为170μm‑180μm；

通过缓冲氧化物刻蚀液对研磨后的所述第二半成品芯片进行清洗。

[0011] 进一步的，所述在所述第三半成品芯片上远离所述第一电极的一面镀膜共晶合金

的步骤包括：

通过热蒸发的方式在所述第三半成品芯片远离所述第一电极的一面镀膜所述共

晶合金；

对镀膜所述共晶合金后的所述第三半成品芯片进行快速热退火，所述快速热退火

的温度为415℃‑450℃，所述快速热退火的时间为15s‑20s。

[0012] 进一步的，所述对所述第四半成品芯片进行处理，并通过第二粗化液对处理后的

所述第四半成品芯片上的第二电极进行粗化的步骤包括：

在所述第二电极表面沉积一层厚度为1000Å‑1200Å的二氧化硅；

对所述第四半成品芯片依次进行第二道匀胶、第二道曝光、第二道烘焙及第二道

显影，以在所述第二电极上形成预设图形；

通过缓冲氧化物刻蚀液对所述第二电极上的预设部分的二氧化硅进行腐蚀，将腐

蚀后的所述第二电极浸泡至刻蚀液中，对浸泡后的所述第二电极进行过水，并再次将所述

第二电极浸泡至所述刻蚀液中，以露出所述第二电极上的待粗化区域；

通过第二粗化液对所述第二电极进行粗化。

[0013] 进一步的，所述缓冲氧化物刻蚀液为氢氟酸与水的混合液或氟化铵与水的混合

液，所述刻蚀液为碘和碘化钾的混合液，所述第二电极在所述刻蚀液中的浸泡时间为15s‑

18s，所述第二粗化液包括质量分数比为4‑5的硝酸以及质量分数比为1‑1.2的水，所述第二

粗化液对所述第二电极的粗化时间为10s‑12s。
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[0014] 进一步的，所述分离所述第五半成品芯片上的芯粒，并基于蓝膜对所述第五半成

品芯片进行扩张，再对分离后的所述芯粒的侧壁进行粗化的步骤包括：

通过刀轮切割的方式分离所述第五半成品芯片上的所述芯粒；

并将芯粒分离完成后的所述第五半成品芯片倒膜到所述蓝膜上，并对所述蓝膜进

行扩张；

将扩张后的所述蓝膜置于硝酸溶液中，以对所述芯粒的侧壁进行粗化。

[0015] 本发明还提供一种LED芯片，所述LED芯片根据上述的LED芯片制备方法制备得到。

附图说明

[0016] 图1为本发明第一实施例中的LED芯片制备方法的流程图；

图2为本发明第一实施例中的外延片中的砷化铝镓层粗化后的功率提升图；

图3为本发明第一实施例中的第二电极粗化后的示意图，（a）表示背金占比20%示

意图，（b）表示背金占比30%示意图，（c）表示背金占比40%示意图，（d）表示背金占比50%示意

图。

[0017] 如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。

具体实施方式

[0018] 为了便于理解本发明，下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中

给出了本发明的若干实施例。但是，本发明可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所

描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。

[0019] 需要说明的是，当元件被称为“固设于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上

或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接

到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、

“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0020] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的

技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具

体的实施例的目的，不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及／或”包括一个或多个相

关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0021] 实施例一

请参阅图1，所示为本发明第一实施例中的LED芯片制备方法，所述方法包括步骤

S1至步骤S7：

S1，提供一外延片，所述外延片包括依次层叠的衬底、半导体层及砷化铝镓层，对

所述外延片进行前处理，得到处理外延片；

需要指出的是，半导体层包括依次层叠的第一扩展层、第一限制层、波导层、量子

阱层、第二波导层、第二限制层以及第二扩展层。

[0022] 具体的，所述步骤S1包括步骤S11：

S11，通过预制溶液对所述外延片进行清洗，并对清洗后的所述外延片进行黄光工

艺；其中，所述预制溶液包括质量分数比为5‑6的硫酸、质量分数比为1‑1.2的双氧水以及质

量分数比为1‑1.2的水，在本实施例中，预制溶液包括质量分数比为5、质量分数比为1的双
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氧水以及质量分数比为1的水，通过预制溶液可以对外延片表面清洗，并将外延片上的磷化

物清洗掉，接着采用黄光工艺对外延片进行处理，使得外延片上流出待粗化的区域，也就是

将砷化铝镓层流出。

[0023] S2，采用第一粗化液对所述处理外延片上的所述砷化铝镓层的上表面进行粗化，

并在粗化后的所述外延片上镀膜氧化铟锡，得到第一半成品芯片；

需要指出的是，第一粗化液包括分数比为18‑20的溴溶液、质量分数比为450‑460

的溴化氢溶液以及质量分数比为6000‑6100的水，在本实施例中，第一粗化液包括质量分数

比为18的溴溶液、质量分数比为450的溴化氢溶液以及质量分数比为6000的水。

[0024] 需要解释的是，对砷化铝镓层表面进行粗化后，并且通过第一粗化液可以使得砷

化铝镓层表面粗化得更为的均匀，粗化过程中，砷化铝镓层表面的粗化深度小于1μm，使得

砷化铝镓层的厚度为8000  Å，粗化后的砷化铝镓层的形貌起伏为3000  Å，从而能够使得亮

度提升30%，最大功率提升12%以上，具体可参阅图2。

[0025] 具体的，所述步骤S2包括步骤S21：

S21，通过蒸发蒸镀的方式在所述外延片上镀膜一层厚度为2800  Å  ‑3000  Å的氧

化铟锡；在本实施例中，氧化铟锡的厚度为2800  Å。

[0026] S3，对所述第一半成品芯片进行光刻，并在所述第一半成品芯片上制备第一电极，

得到第二半成品芯片；

具体的，所述步骤S3包括步骤S31至步骤S32：

S31，依次对所述第一半成品芯片进行第一道匀胶、第一道曝光、第一道烘焙以及

第一道显影；在本步骤中，通过依次对第一半成品芯片进行第一道匀胶、第一道曝光、第一

道烘焙以及第一道显影，完成第一电极制备的光刻。

[0027] S32，通过蒸发镀膜的方式在所述第一半成品芯片制备厚度为25000  Å‑26000  Å的

所述第一电极；在本步骤中，通过蒸发镀膜的方式完成第一电极的制程，在本实施例中，第

一电极的厚度为25000  Å，且第一电极采用铬金制成。

[0028] S4，对所述第二半成品芯片进行研磨，以使所述第二半成品芯片减薄，得到第三半

成品芯片；

具体的，所述步骤S4包括步骤S41至步骤S42：

S41，在所述第二半成品芯片上的所述第一电极上沉积一层厚度为1000  Å‑1200  Å

的二氧化硅，再将所述第二半成品芯片进行研磨减薄，并减薄至厚度为170μm‑180μm；在本

步骤中，第一电极制程完成后，在本实施例中，在第一电极的表面沉积一层厚度为1000  Å的

二氧化硅，二氧化硅用于在研磨的过程中保护第一电极和外延片不受损伤，在本实施例中，

再将第二半成品芯片研磨至170μm。

[0029] S42，通过缓冲氧化物刻蚀液对研磨后的所述第二半成品芯片进行清洗；在本步骤

中，需要解释的是，二氧化硅是用于第二半成品芯片在研磨减薄的过程中对第一电极和外

延片进行保护作用的，当第二半成品芯片减薄之后，此时则需要将二氧化硅清洗掉，在本实

施例中，采用缓冲氧化物刻蚀液对第二半成品芯片进行清洗。

[0030] S5，在所述第三半成品芯片上远离所述第一电极的一面镀膜共晶合金，以形成第

二电极，得到第四半成品芯片；

具体的，所述步骤S5包括步骤S51至步骤S52：
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S51，通过热蒸发的方式在所述第三半成品芯片远离所述第一电极的一面镀膜所

述共晶合金；在本步骤中，通过热蒸发的方式在第三半成品芯片的远离第一电极的一面镀

膜共晶合金，也就是在第三半成品芯片的背面镀膜共晶合金。

[0031] S52，对镀膜所述共晶合金后的所述第三半成品芯片进行快速热退火，所述快速热

退火的温度为415℃‑450℃，所述快速热退火的时间为15s‑20s；在本实施例中，快速热退火

的温度为415℃，在快速热退火过程中的时间为15s，从而可以在第三半成品芯片背面形成

第二电极，进而可以得到第四半成品芯片。

[0032] S6，对所述第四半成品芯片进行处理，并通过第二粗化液对处理后的所述第四半

成品芯片上的第二电极进行粗化，得到第五半成品芯片；

具体的，所述步骤S6包括步骤S61至步骤S64：

S61，在所述第二电极表面沉积一层厚度为1000Å‑1200Å的二氧化硅；在本步骤中，

在第二电极表面沉积二氧化硅，二氧化硅用于保护第二电极以及第四半成品芯片，避免在

后续的工艺中出现损伤，在本实施例中，第二电极表面沉积的二氧化硅的厚度为1000  Å。

[0033] S62，对所述第四半成品芯片依次进行第二道匀胶、第二道曝光、第二道烘焙及第

二道显影，以在所述第二电极上形成预设图形；在本步骤中，对第四半成品芯片依次进行第

二道匀胶、第二道曝光、第二道烘焙及第二道显影，完成第二电极的光刻，使得第二电极上

形成预设图形，预设图形可根据需要进行设计。

[0034] S63，通过缓冲氧化物刻蚀液对所述第二电极上的预设部分的二氧化硅进行腐蚀，

将腐蚀后的所述第二电极浸泡至刻蚀液中，对浸泡后的所述第二电极进行过水，并再次将

所述第二电极浸泡至所述刻蚀液中，以露出所述第二电极上的待粗化区域；在该步骤中，通

过验证可以得知第二电极进行粗化的面积占40%的芯粒，亮度最佳，具体可参阅图3，通过缓

冲氧化物刻蚀液对第二电极进行腐蚀，以腐蚀掉需要粗化的图形内的二氧化硅，并将腐蚀

完成后的第二电极置入刻蚀液中浸泡15s‑18s，在本实施例中，浸泡时间为15s，浸泡完成后

再过水处理，接着再放入刻蚀液中继续浸泡15s，以将预设图形中的金属腐蚀掉，留下待粗

化的区域；

S64，通过第二粗化液对所述第二电极进行粗化；在该步骤中，通过第二粗化液对

第二电极进行粗化，粗化时间为10s‑12s，在本实施例中，粗化时间为10s，也就是在第二粗

化液中静置10s，粗化后的外观如图3所示。

[0035] 值得说明的是，缓冲氧化物刻蚀液为氢氟酸与水的混合液或氟化铵与水的混合

液，刻蚀液为碘和碘化钾的混合液，第二粗化液包括质量分数比为4‑5的硝酸以及质量分数

比为1‑1.2的水，在本实施例中，第二粗化液包括质量分数比为4的硝酸以及质量分数比为1

的水。

[0036] S7，分离所述第五半成品芯片上的芯粒，并基于蓝膜对所述第五半成品芯片进行

扩张，再对分离后的所述芯粒的侧壁进行粗化，得到波段为940nm的成品LED芯片；

具体的，所述步骤S7包括步骤S71至步骤S73：

S71，通过刀轮切割的方式分离所述第五半成品芯片上的所述芯粒；

S72，并将芯粒分离完成后的所述第五半成品芯片倒膜到所述蓝膜上，并对所述蓝

膜进行扩张；

S73，将扩张后的所述蓝膜置于硝酸溶液中，以对所述芯粒的侧壁进行粗化；在本
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步骤中，将蓝膜置于硝酸溶液中静置8s，硝酸溶液的温度为8℃，可以完成对芯粒侧壁的粗

化，进而能够达到进一步提亮的效果，值得说明的是，最后将剩余的二氧化硅去除，完成芯

粒的制作。

[0037] 需要指出的，芯粒粗化的形貌起伏为1.6μm，且粗化效果均匀，且得到的成品LED芯

片具体为波段在940nm的正装LED芯片。

[0038] 综上，本发明上述实施例当中的LED芯片制备方法，通过第一粗化液对外延片上的

砷化铝镓层进行粗化，通过第一步粗化可以将亮度提升30%，最大功率提升12%以上，并将第

二半成品芯片研磨减薄，得到第三半成品芯片，在第三半成品芯片上远离第一电极的一面

镀膜共晶合金形成第二电极，然后再对第二电极进行粗化，达到进一步提亮的效果，并且最

后对第五半成品芯片上的芯粒进行粗化，达到进一步提亮的效果，从而使得波段在940nm的

LED芯片的发光效果更为出色。

[0039] 实施例二

本发明第二实施例提出一种LED芯片，所述LED芯片根据上述的LED芯片制备方法

制备得到。值得说明的是，本发明第二实施例中的LED芯片具体为波段在940nm的正装LED芯

片。

[0040] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示

例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特

点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不

一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何

的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0041] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保

护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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图 1

图 2
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图 3
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